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El primer transistor

o El transistor es un dispositivo
semiconductor de al menos 3 terminales
utilizado para amplificacién y conmutacién
principalmente.

@ El primer transistor fue inventado en Bell
Labs en 1947, por Walter Brattain y John
Bardeen, quienes trabajaban en ese
momento en mejorar los amplificadores de
tubo que se utilizaban en la red telefénica
de AT&T (American Telegraph and
Telephone). Ellos trabajaron bajo la
supervision de William Shockley, quien era
Senior Research Staff en ese entonces.
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El primer transistor

@ El primer transistor consistié de tridngulo
platisco envuelto con papel de oro (gold
foil) con una pequefia ranura (hecha con
una hoja de afeitar) en la punta) para
generar dos contactos (Emisor y Colector)
muy cercanos. El dispositivo descansaba
sobre una placa de Germanio (base).

@ Shockley, Brattain y Bardeen ganaron el
Nobel de Fisica en 1956 por esta
invencién.

o Bardeen gané en 1972 nuevamente el
Nobel de Fisica en 1972 por su Teoria de
la Superconductividad.
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Transistores de Juntura Bipolar

@ Usualmente conocidos como BJT por bipolar junction transistor.

e Es un dispositivo de 3 terminales denominados: base (B), emisor (E)

y colector (C).

@ El simbolo del transistor es
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Estructura Interna
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Operacién
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Modelos de Senal Grande
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Modelos de Ebers-Moll
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Polarizacion del BJT
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Ejemplo
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